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(54) 유기 전계발광 표시소자의 제조 방법

요약

본 발명은 유기 전계발광 표시소자의 제조공정에 있어서 연마공정 및 세정공정을 개선하여 표면 거칠기를 개선하는 

동시에 발광의 불균형을 방지할 수 있는 유기 전계발광 표시소자의 제조 방법에 관한 것으로, 본 발명에 따르면, 유리

기판을 연마하는 단계와; 유리기판 위에 10~50㎚ 두께의 산화물층을 형성하는 단계와; 산화물층 위에 50~200㎚ 두

께의 도전성 금속 산화막으로 이루어진 양극전극을 형성하는 단계와; 도전성 금속 산화막에 대한 연마공정을 수행하

는 단계와; 도전성 금속 산화막에 대한 초음파 세정 및 고압의 물 세척을 실시하는 단계와; 도전성 금속 산화막에 대

한 탈이온화 과정을 수행하고, 초음파 세정을 재실시하는 단계와; 도전성 금속 산화막 위에 100~500㎚ 두께의 금속 

보조전극을 형성하는 단계 및; 금속 보조전극 위에 정공 수송층과 발광층 및 전자 수송층을 순차 적층하는 단계를 포

함하는 유기 전계발광 표시소자의 제조 방법을 제공한다. 이러한 본 발명에 따르면, 유기 전계발광 소자의 양극전극에

대한 1차, 2차 연마공정을 통해 표면 거칠기를 개선할 수 있는 효과가 있으며, 그로 인해 돌기(Spike) 발생의 문제를 

해결하여 소자의 안정성을 극대화할 수 있는 효과가 있다. 또한, 정공의 안정적 주입이 가능함으로써 다크 스팟 등이 

제거됨으로써 발광의 균일도가 향상되어 전반적인 표시 특성이 향상되는 효과가 있다.

대표도

도 3

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1은 종래의 일반적인 유기 전계발광 표시소자의 수직 단면 구조를 도시한 도면.

도 2는 본 발명에 따른 제조 방법을 적용한 유기 전계발광 표시소자의 구조를 도시한 도면.

도 3은 본 발명에 따른 유기 전계발광 표시소자의 제조 과정을 도시한 공정도.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

20 : 유리기판 21 : 산화물층

22 : 양극전극 23 : 금속 보조전극

24 : 정공 수송층 25 : 발광층

26 : 전자 수송층 27 : 음극전극

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기 전계발광 표시소자의 제조 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 유기 전계발광 표시소자의 표면 거

칠기를 개선하여 발광 특성을 향상시킬 수 있는 유기 전계발광 표시소자의 제조 방법에 관한 것이다.

잘 알려진 바와 같이, 전계발광 표시소자는 전계를 인가하여 양극으로부터 주입된 정공과 음극으로부터 주입된 전자

와의 재결합 에너지에 의해 형광성 물질이 발광하는 원리를 이용한 표시소자로서, 사용되는 재료에 따라 무기 전계발

광 표시소자와 유기 전계발광 표시소자로 구분할 수 있다. 현재까지는 무기재료를 이용하는 무기 전계발광 표시소자

가 주류를 이루고 있는데, 이러한 무기 전계발광 표시소자는 LCD의 백라이트용으로서 CD 플레이어, 핸드폰 및 PDA

(Personal Digital Assistant) 등에 주로 사용되며, 광고용 디스플레이 장치용으로도 사용되고 있다.

하지만, 이러한 무기 전계발광 표시소자는 상대적으로 구동 전압이 높고 풀컬러(Full-Color)화의 어려움이 있으며 주

변 구동회로의 단가가 높기 때문에 제조 비용이 상승하는 문제점이 있다.

한편, 이러한 무기 전계발광 표시소자의 문제점을 보완하기 위한 차세대 표시소자로서, 최근에는 유기 재료를 사용하

는 유기 전계발광 표시소자의 개발이 활발히 진행되고 있다. 즉, 유기 전계발광 표시소자는 유기재료로 이루어진 형

광성 물질에 전계를 인가함으로써 양극으로부터 주입된 정공과 음극으로부터 주입된 전 자와의 재결합 에너지에 의

해서 형광성 물질이 발광하는 원리를 이용한 자체발광 소자이다.

이와 같은 유기 전계발광 표시소자의 유기물층은, 통상적으로 정공 수송(주입)층과 전자 수송/발광층으로 이루어진 2

층 구조, 또는 정공 수송(주입)층과 발광층 및 전자 수송(주입)층으로 이루어진 3층 구조를 갖는다.

도 1은 종래의 일반적인 유기 전계발광 표시소자의 구조를 도시한 단면도로서, 정공 수송층과 발광층 및 전자 수송층

으로 이루어진 3층 구조의 유기물층을 갖는 유기 전계발광 표시소자를 도시하였다.

도 1을 참조하면, 종래의 일반적인 유기 전계발광 표시소자는 유리 기판(10)위에 양극전극(11)과 정공 수송층(12), 

발광층(13), 전자 수송층(14) 및 음극전극 (15)으로 이루어진 구조를 나타낸다. 여기서, 양극전극(11)은 통상적으로 

박막 형태의 ITO(Indium Tin Oxide)로 형성되며, 발광층(13)은 박막 형태의 유기물로 형성된다. 그리고, 음극전극(6

0)은 금속층으로 진공 증착되어 형성된다.

이와 같이 구성된 종래의 유기 전계발광 표시소자에서는 양극전극(11)에 (+)전압을 인가하고 음극전극(15)에 (-)전

압을 인가하면, 양극전극(11)으로 정공이 주입되고 음극전극(15)으로는 전자가 주입된다. 그리고, 주입된 각각의 정

공과 전자는 각각 정공 수송층(12) 및 전자 수송층(14)을 거쳐 발광층(13) 내에서 재결합하게 되는데, 이때 전자와 정

공의 재결합에 의한 빛이 발생하게 된다.
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한편, 이러한 종래의 유기 전계발광 표시소자의 양극전극(11)을 형성방법으로는 스퍼터링(Sputtering) 기법, 이온 플

레이팅(Ion Plating) 기법 및, 전자 빔 증착(E-beam Evaporation) 기법 등이 주로 사용되는데, 이 양극전극(11)의 표

면 거칠기는 통상적으로 3㎚ 이상이 되어 비교적 거칠게 된다. 따라서, 정공 수송층(12)을 형성하기 위한 후속 공정 

진행시 표면에 다수의 돌기(Spike)가 형성되고, 그로 인해 발광 휘도가 불균일하게 되어 전반적인 발광 특성이 저하

되는 문제점 있다.

즉, 이러한 종래의 일반적인 제조 공정을 통해 제작되는 유기 전계발광 표시소자는 양극전극(11)의 균일도와 표면 거

칠기가 일정하지 않기 때문에 각 부위의 발광 휘도가 각기 다르게 나타나는 문제점이 있으며, 경우에 따라 화소의 일

부가 발광하지 않는 다크 스팟(Dark Spot)이 발생하는 문제점도 있다. 또한, 유리 기판 (10)과 양극전극(11) 사이에

서 누설 전류가 발생되어 전체적인 휘도가 저하되는 문제점도 발생한다.

이러한 종래의 일반적인 유기 전계발광 표시소자의 문제점을 해결하기 위해 최근에 가장 널리 이용되는 새로운 제조 

방법으로는, 일본국 특개평 9-120890호에 기재된 '유기 전계발광 표시소자 및 그 제조 방법'을 들 수 있다. 상기 일본

국 특허에서는 양극전극을 형성하는 과정에 있어서 도전성 금속 산화물 박막을 형성한 후 별도의 연마공정을 수행하

여 표면 거칠기를 개선시킨 다음, 질산(HNO 3 ), 황산 (H 2 SO 4 ), 염산(HCI) 등의 산성 용액을 이용하여 세정을 수

행함으로써 연마 잔유물을 제거하는 방법이다. 결과적으로, 양극전극에 대한 연마공정 및 세정공정을 통해 유기 전계

발광 표시소자의 전반적인 발광 특성이 향상되도록 하고 있다.

하지만, 이러한 개선된 종래의 제조 공정을 이용하여 실제 유기 전계발광 표 시소자를 제조하여 보면, 연마공정에서 

발생한 잔유물에 의해 유기 전계발광 표시소자의 전반적인 특성이 저하되는 문제점 있다. 즉, 상술한 바와 같은 제조 

공정에 따르면 양극전극에 대한 연마공정에서 연마 잔류물이 발생하게 되는데, 이 연마 잔유물은 상술한 바와 같은 

산성 용액에 의한 세정공정에서도 완전히 제거되지 않는다. 따라서, 이 잔유물에 의한 표시소자의 발광 휘도가 저하

되는 동일한 문제점이 존재하게 된다. 또한, 세정공정에서 사용되는 산성 용액에 의한 환경 오염의 문제가 발생되며, 

이를 방지하기 위해 별도의 처리시설을 구비해야하는 문제점도 발생하게 된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명은 상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로, 유기 전계발광 표시소자의 제조공정에

있어서 연마공정 및 세정공정을 개선하여 표면 거칠기를 개선하는 동시에 발광의 불균형을 방지할 수 있는 유기 전계

발광 표시소자의 제조 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.

상기 목적을 달성하기 위한 바람직한 실시예에 따른 본 발명은,

유기 전계발광 표시소자의 제조 방법에 있어서, 유리기판을 연마하는 제 1 단계; 상기 유리기판 위에 10~50㎚ 두께

의 산화물층을 형성하는 제 2 단계; 상기 산화물층 위에 50~200㎚ 두께의 도전성 금속 산화막으로 이루어진 양극전

극을 형성하는 제 3 단계; 상기 도전성 금속 산화막에 대한 연마공정을 수행하는 제 4 단계; 상기 도전성 금속 산화막

에 대한 초음파 세정 및 고압의 물 세척을 실시하는 제 5 단계; 상기 도전성 금속 산화막에 대한 탈이온화 과정을 수

행하고, 상기 초음파 세 정을 재실시하는 제 6 단계; 상기 도전성 금속 산화막 위에 100~500㎚ 두께의 금속 보조전극

을 형성하는 제 7 단계; 상기 금속 보조전극 위에 정공 수송층과 발광층 및 전자 수송층을 순차 적층하는 제 8 단계를 

포함하는 유기 전계발광 표시소자의 제조 방법을 제공한다.

발명의 구성 및 작용

이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 대해 상세히 설명한다.

도 2는 본 발명에 따른 유기 전계발광 표시소자의 제조공정을 설명하기 위해 도시한 도면으로서, 유리기판(20), 산화

물층(21), 양극전극(22), 금속 보조전극 (23), 정공 수송층(24), 발광층(25), 전자 수송층(26) 및 음극전극(27)으로 구

성된 유기 전계발광 표시소자를 도시하였다.

동도면을 참조하여 상세히 설명하면, 본 발명에서는 유기 전계발광 표시소자의 기판으로서 소다 석회(Soda-lime)나 

용해 유리(Fusion-glass)로 이루어진 유리기판(10)을 사용하는데, 표면 거칠기로 인해 발생할 수 있는 돌기(Spike)를

방지하기 위해서 유리기판(10)에 대한 연마공정을 먼저 수행한다. 이때, 사용되는 연마재로는 알루미나, 세리아, 실리

카 등을 사용할 수 있으며, 연마 조건은 통상의 STN (Super Twisted Nematic) 생산시 적용되는 기판 연마 조건에 

따른다.
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유리기판(20) 위에 적층되는 산화물층(21)은 온도 상승에 따른 이온 용출을 억제하고 박막 표면의 접착력 향상시키기

위한 것으로, 스퍼터링 기법, 이온 플레 이팅 기법 및 전자빔 증착 기법 등을 이용하여 SiO 2 나 TiO 2 로 형성하며, 

그 두께는 10∼50㎚가 되도록 한다.

산화물층(21) 위에 적층되는 양극전극(22)은 투과율 및 전기전도성이 우수한 도전성 금속 산화물로서 인듐과 주석으

로 이루어진 산화물(ITO) 또는 인듐과 아연으로 이루어진 산화물(IZO)을 사용하여 형성할 수 있다. 그리고, 이 양극

전극(22)을 형성하기 위한 방법으로 스퍼터링 기법, 이온 플레이팅 기법, 전자 빔 증착 기법 등을 이용할 수 있으며, 

그 두께가 50∼200㎚가 되도록 하고 초기 성막 후의 표면 거칠기는 1∼10㎚가 되도록 하는 것이 바람직하다. 이 양

극전극(22)의 평탄도는 후속 공정에서 적층되는 유기물층(24, 25, 26)의 두께가 수십 ㎚에 불과하기 때문에 유기 전

계발광 표시소자의 전반적인 발광 특성을 좌우하는 매우 중요한 요소로 작용하게 된다. 따라서, 본 발명에서는 상술한

바와 같은 방법을 통해 양극전극 (22)의 초기 성막이 완료되면 별도의 연마공정을 수행하여 최적의 평탄도를 갖도록 

한다.

이에 대해 설명하면, 먼저 양극전극(22)에 대한 연마공정을 수행함에 있어서 사용하는 연마재로는 알루미나, 세리아, 

실리카 등을 사용하는 것이 바람직하며 입자의 크기가 5㎚~1㎛인 것이 바람직하다. 그리고, 본 발명에서는 이러한 양

극전극 (22)의 연마공정을 1, 2차 공정으로 나누어 2회 실시하는데, 1차 연마공정에서는 상대적으로 입자가 큰 연마

재로 표면 연삭을 수행한 후, 2차 연마공정에서 입자가 고운 연마재로 표면 처리를 수행한다. 이 때의 연마 시간은 1, 

2차 연마시 각각 1~60분으로 하며, 더욱 바람직하게는 1~10분으로 한다. 그리고, 연마공정을 수행하는 연마기의 작

동 조건은 분당 회전수 5~300rpm이면 가능하나 더욱 바람직하게는 50~80rpm이 바람직하며, 압력은 0~5㎏f/㎠, 더

욱 바람직하게는 1~3㎏f/㎠가 되도록 한다. 또한, 요동 횟수는 분당 3~30회가 되도록 하며 연마재의 농도는 물과의 

희석비율이 0.8~2 정도가 바람직하다.

한편, 이와 같은 양극전극(22)에 대한 1, 2차 연마공정이 완료되면, 연마공정에 발생한 연마 잔유물을 제거하기 위한 

세정공정을 수행하는데, 본 발명에서는 이 세정공정 또한 1, 2차로 나누어 2회 실시한다.

먼저, 1차 세정공정에서는 연마공정 직후에 초음파 세척기를 이용하여 세정을 실시한 후, 다시 고압 세정기를 이용하

여 수작업에 의한 세정을 수행한다. 그리고, 2차 세정공정에서는 다시 초음파 세척기를 이용하여 초음파 세정을 실시

하는데, 이 2차 세정공정에서는 초음파 세정조에 투입 전에 탈이온화(Deionization)를 먼저 실시한다. 즉, 2차 세정공

정에 따른 초음파 세정조에 투입 전에 양극전극(22) 표면에 붙어있는 이온들을 중성화시키 위해 먼저 탈이온화를 수

행한 다음, 초음파 세정조에 투입하여 초음파 세척기를 이용한 세정을 실시한다.

이와 같은 각각의 연마공정 및 세정공정을 통해 양극전극(22) 형성 과정이 완료되면, 후속 공정으로서 양극전극(22) 

위에 금속 보조전극(23)을 형성하게 되는데, 이 금속 보조전극(23)은 양극전극(22)의 전기 전도도를 향상시키고 이어

지는 유기물층(30, 40, 50) 성막 공정에서의 사진 공정(Photolithography)에 따른 얼라인(Align)을 용이하게 하기 위

한 목적을 갖는다. 그리고, 이 금속 보조전극(23)은 Mo, Cr, Al, Ta, Ti 등을 사용하여 형성하는 것이 바람직하며. 그 

두께는 100~500㎚가 되도록 한다. 그리고, 이 과정에서 적용되는 성막 방식은 DC, RF, MF 스퍼터링 방식을 이용할 

수 있으나, 성막의 속도 측면에서 DC 스퍼터링 방식을 이용하는 것이 바람직하다.

상술한 바와 같은 각각의 과정을 거쳐 금속 보조전극(23)까지의 형성이 완료되면, 종래의 통상적인 공정을 이용하여 

정공 수송층(24), 발광층(25), 전자 수송층(26) 및 음극전극(27)을 순차 적층한다.

즉, 본 발명은 유리기판(20)으로부터 금속 보조전극(23)을 형성하는 공정에 관한 것이며, 정공 수송층(24), 발광층(2

5), 전자 수송층(26) 및 음극전극(27)을 형성하는 공정은 종래의 각 공정 및 방법을 그대로 이용한다.

도 3은 상술한 바와 같은 본 발명에 따른 유기 전계발광 표시소자의 제조 공정을 도시한 공정도로서, 동도면을 참조

하여 실제 제조 과정을 상세히 설명하면 다음과 같다.

먼저, 유기 전계발광 표시소자의 유리기판(20)으로서 소다석회 유리(Soda-lime Glass)를 이용하고, 이 유리기판(20)

의 돌기(Spike) 및 다크 스팟(Dark Spot)을 방지하기 위해 세리아 계열의 연마재를 사용하여 연마를 수행한다(단계 S

101).

그리고, 이 유리기판(20) 위에 이온 용출을 억제하고 박막의 접착력을 향상시킬 수 있도록 하기 위해서 산화물층(21)

을 형성하는데, 실리콘(Si) 타겟과 산소 (O 2 ) 가스를 주입하고 반응성 스퍼터링 방식을 이용하여 SiO 2 로 이루어진

산화물층 (21)을 형성한다(단계 S103). 이때 SiO 2 산화물층(21)의 두께는 30㎚가 되도록 하며, 실리콘 타겟 표면에

서 생성된 산화물을 제거하기 위해 프리스퍼터링 (Pre-sputtering)을 5분간 실시하며, 파워는 5㎾, 산소 주입량은 16

0sccm, 아르곤(Ar) 주입량은 320sccm가 되도록 유지한다.

이러한 과정을 거쳐 산화물층(21)의 형성이 완료되면 도전성 금속 산화물 박막으로 이루어진 양극전극(22)을 형성하
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는데, ITO를 이용하여 150~200㎚의 두께로 적층한다. 이때 InO와 SnO의 성분 비율이 9:1인 ITO 타겟을 사용하고 

파워는 4㎾, 아르곤의 유량은 280sccm가 되도록 유지한다. 그리고, 이 과정에서 SiO 2 산화물층 (21)과 ITO 박막은 

진공도가 1×10 -3 ㎩이 될 때까지 로터리 펌프 및 터보 펌프를 이용하여 배기하고, 계면의 오염을 최소화하기 위해 

진공상태를 유지하여 산화물층 (21) 형성 후 연속적으로 ITO막을 적층한다.

이러한 과정을 거쳐 ITO 박막으로 이루어진 양극전극(22)이 형성되면(단계 S105), 이 ITO 박막에 대한 연마공정을 

2회 실시하는데, 먼저 1차 연마공정으로서 연마기의 회전수를 60~80rpm으로 하고, 압력은 1~3㎏f/㎠로 하여 10분 

이내의 시간 동안 연마를 수행한다(단계 S107). 그리고, 이때 사용하는 연마재로는 초기에 많은 양을 연삭할 수 있도

록 입도가 비교적 굵은 세리아 계열의 연마재를 사용한다. 이 과정에서, 최적의 균일한 평탄도를 위해 뒷면 흡착력의 

균일화에 필요한 패드를 이용하여 기판을 홀딩(Holding)하는 것이 바람직하며, 박막의 가장자리에 나타나는 다래 발

생을 억제하기 위해 백 가이드 링(Back guide ring)을 이용하여 연마시 유 리 기판(20) 측면에 발생하는 마찰력을 최

소화하는 것이 바람직하다. 더욱, 바람직하게는 1차 연마공정 완료 후 상전반을 기울어 들어올리는 방식을 사용하지 

않고 수직방향으로의 업/다운 방식으로 전환함으로써, 기판 뒷면의 연마재 오염을 최소화하는 것이 바람직하다.

이와 같은 ITO 박막에 대한 1차 연마공정이 완료되면 2차 연마공정을 수행하는데, 상술한 1차 연마공정과는 달리 입

도가 비교적 가는 연마재를 사용하여 1차 연마에서 발생되는 미세 긁힘 등을 제거하고 표면 거칠기를 향상시키는데, 

이때 사용되는 연마재로는 실리카 계열의 연마재를 사용하는 것이 바람직하다(단계 S109).

이와 같은 1, 2차 연마공정을 통해 ITO 박막으로 이루어진 양극전극(22)에 대한 연마공정이 완료되면, 연마공정을 

통해 ITO 박막의 표면에 남아있는 연마 잔유물을 제거하기 위하여 1차 세정공정을 실시하는데, 먼저 초음파 세정기

를 이용하여 초음파 세정을 실시한 다음, 노즐의 압력이 30~150㎏이 되는 고압 세정기로 물을 분사하여 수작업에 의

한 세척을 실시한다(단계 S111).

그리고, 계속해서 2차 세정공정으로서 ITO 표면에 존재하는 이온화된 물질을 중성화시키고 정전기력에 의해 표면에 

흡착되어 있는 이물질을 제거하기 위하여 탈이온화 공정을 수행한 다음(단계 S113), 초음파 세척기를 이용하여 1차 

세정공정에서 고압 세정기에 의해 ITO 표면에서 떨어져 나온 연마 잔유물을 완벽히 제거한다(단계 S115).

이러한 양극전극(22)의 세정공정이 완료되면, 전기 전도도 및 사진 공정시 마스크 정렬이 용이하도록 하기 위해 크롬

(Cr)을 DC 스퍼터링 방식으로 성막하여 금속 보조전극(23)을 형성한다(단계 S117). 이때, 금속 보조전극(23)의 두께

는 200~400㎚로 하는 것이 바람직하다.

이러한 각각의 과정을 거쳐 유리기판(20) 위에 산화물층(21)과 양극전극(22) 및 금속 보조전극(23)의 형성이 완료되

면, 통상적인 제조 공정을 이용하여 정공 수송층(24)과 발광층(25), 전자 수송층(26) 및 음극전극(27)을 순차적으로 

형성한다(단계 S119).

결과적으로, 본 발명에서는 유리기판(20)의 연마를 수행하여 돌기의 발생을 억제하고, 산화물층(21) 위에 형성되는 

양극전극(22)에 대해 각각 2회에 걸친 연마공정 및 세정공정을 수행함으로써 양극전극(22)의 표면 거칠기를 향상시

키는 동시에 연마 잔유물을 완전히 제거할 수 있게 된다. 따라서, 이러한 방법을 통해 실제 제작된 유기 전계발광 표시

소자는 정공 주입 능력이 향상되어 낮은 전압에서도 발광할 수 있고, 동일한 전압을 인가하는 경우에도 더 많은 전류

가 흐를 수 있게 때문에 소자의 발광 휘도가 향상되는 특성을 나타낸다.

한편, 상술한 바와 같은 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범주에서 벗

어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되

어 정해져서는 안되며 후술하는 특허청구범위 뿐만 아니라 이 특허청구범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

발명의 효과

이상 설명한 바와 같이 본 발명에 따르면, 유기 전계발광 소자의 양극전극에 대한 1차, 2차 연마공정을 통해 표면 거

칠기를 개선할 수 있는 효과가 있으며, 그로 인해 돌기(Spike) 발생의 문제를 해결하여 소자의 안정성을 극대화할 수 

있는 효과가 있다. 또한, 정공의 안정적 주입이 가능함으로써 다크 스팟 등이 제거됨으로써 발광의 균일도가 향상되어

전반적인 표시 특성이 향상되는 효과가 있다. 그리고, 부가적으로 종래의 세정공정에서의 화학 약품 처리를 배제함으

로써 세정조 제조 및 폐화공약품 처리 등에 따른 공정 비용을 절감할 수 있는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
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유기 전계발광 표시소자의 제조 방법에 있어서,

유리기판을 연마하는 제 1 단계;

상기 유리기판 위에 10~50㎚ 두께의 산화물층을 형성하는 제 2 단계;

상기 산화물층 위에 50~200㎚ 두께의 도전성 금속 산화막으로 이루어진 양극전극을 형성하는 제 3 단계;

상기 도전성 금속 산화막에 대한 연마공정을 수행하는 제 4 단계;

상기 도전성 금속 산화막에 대한 초음파 세정 및 고압의 물 세척을 실시하는 제 5 단계;

상기 도전성 금속 산화막에 대한 탈이온화 과정을 수행하고, 상기 초음파 세정을 재실시하는 제 6 단계;

상기 도전성 금속 산화막 위에 100~500㎚ 두께의 금속 보조전극을 형성하는 제 7 단계;

상기 금속 보조전극 위에 정공 수송층과 발광층 및 전자 수송층을 순차 적층하는 제 8 단계를 포함하는 유기 전계발광

표시소자의 제조 방법.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 제 1 단계는, 알루미나나 세리아 또는 실리카 계열의 연마재를 사용하여 상기 유리기판을 연마하는 것을 특징으

로 하는 유기 전계발광 표시소자의 제조 방법.

청구항 3.
제 1 항에 있어서,

상기 제 2 단계는, SiO 2 또는 TiO 2 를 사용하여 상기 산화물층을 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시

소자의 제조 방법.

청구항 4.
제 1 항에 있어서,

상기 제 3 단계는, ITO 또는 IZO를 사용하여 상기 도전성 금속 산화막을 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광

표시소자의 제조 방법.

청구항 5.
제 1 항에 있어서,

상기 제 3 단계는, 상기 도전성 금속 산화막의 표면 거칠기가 1~10㎚가 되도록 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 전

계발광 표시소자의 제조 방법.

청구항 6.
제 1 항에 있어서,

상기 제 4 단계는, 입자의 크기가 5㎚~1㎛인 알루미나나 세리아 또는 실리카 계열의 연마재를 이용하여 1, 2차 연마

공정을 수행하며, 상기 2차 연마공정에서는 상기 1차 연마공정에서 사용된 연마재보다 더 작은 입자 크기를 갖는 연

마재를 사용하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시소자의 제조 방법.

청구항 7.
제 1 항에 있어서,

상기 제 5 단계는, 상기 물 세척을 실시하는 노즐의 압력이 30~150㎏인 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시소자

의 제조 방법.

청구항 8.
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제 1 항에 있어서,

상기 제 7 단계는, Mo, Cr, Al, Ta, Ti중 하나를 사용하여 상기 금속 보조전극을 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 

전계발광 표시소자의 제조 방법.

청구항 9.
제 1 항에 있어서,

상기 제 7 단계는, DC 스퍼터링 기법을 이용하여 상기 금속 보조전극을 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 

표시소자의 제조 방법.

청구항 10.
제 6 항에 있어서,

상기 1차 연마공정에서 사용되는 연마재는 세리아 계열의 연마재이며, 상기 2차 연마공정에서 사용되는 연마재는 실

리카 계열의 연마재인 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시소자의 제조 방법.

청구항 11.
제 11 항에 있어서,

상기 1, 2차 연마공정에 있어서 연마 시간은 각각 1~60분이고, 상기 연마공 정을 수행하는 연마기의 작동 조건은 분

당 회전수가 5~300rpm이고 압력은 1~5㎏f/㎠이며 요동 횟수는 분당 3~30회이며, 상기 연마재의 농도는 물과의 희

석비율이 0.8~2인 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시소자의 제조 방법.

청구항 12.
제 11 항에 있어서,

상기 1, 2차 연마공정에 있어서 상기 연마 시간은 각각 1~10분이며, 상기 연마기의 분당 회전수는 50~80rpm이고 

압력은 1~3㎏f/㎠인 것을 특징으로 하는 유기 전계발광 표시소자의 제조 방법.

도면

도면1

도면2
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摘要(译)

本发明涉及一种能够防止辐射不平衡的有机电致发光显示装置的制造方
法，有机电致发光显示装置的制造工艺改善了抛光工艺和清洁工艺，提
高了表面粗糙度，提供了制造方法包括根据本发明的抛光步骤的有机电
致发光显示装置，玻璃基板，在玻璃基板上形成10~50㎚厚的氧化物层的
步骤，形成包含导电金属氧化物的阳极的步骤氧化物层上厚度为
50~200㎚的层，对导电金属氧化物层进行抛光处理的步骤，对导电金属
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骤，在导电金属氧化物层上形成厚度为100~500㎚的金属辅助电极的步
骤，序列堆叠层是金属助剂上的空穴传输层的步骤电极和发光层和电子
传输层。根据本发明，具有通过有机电致发光器件的第一朝向阳极电极
和第二抛光工艺改善表面粗糙度的效果。并且由此解决了突起（尖峰）
产生的问题，并且可以最大化装置的稳定性。此外，由于可以进行注
射，因此除去了暗点等，并且整体的指示特征是，因此具有孔的稳定
性，提高了辐射的均匀性。改进。
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